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研究成果の概要（和文）：次世代パワー半導体素子として超高速かつ低オン抵抗のGaN-FETが注目されており，
小型・高効率の電源開発には必須となりつつある。しかし，高速動作が可能であるがためノイズの増大が懸念さ
れている。GaN-FETはオン-オフの閾値電圧が低いことから，誤動作を起こしやすいのである。この誤動作は，
GaN-FET自身を破壊しかねないことから，GaN-FETの産業応用に対する大きな障害となっている。
本研究は， GaN-FET特有の連鎖的誤動作に着目し，誤動作メカニズムと回路寄生インダクタンスの関係を明らか
にし， GaNの持つ高速スイッチング特性を最大限に生かすことのできる回路配線設計手法を開発した。

研究成果の概要（英文）：Ultra-high-speed, low on-resistance GaN-FETs are attracting attention as 
next-generation power semiconductor devices, and are becoming essential for the development of 
small-sized, high-efficiency power supplies. However, since high speed operation is possible, there 
is a concern about increase in noise. Since the GaN-FET has a low on-off threshold voltage, it is 
prone to malfunction. Since this malfunction may destroy the GaN-FET itself, it is a major obstacle 
to the industrial application of the GaN-FET.
In this research, we focused on the chain-like malfunction peculiar to GaN-FET, clarified the 
relationship between the malfunction mechanism and the circuit parasitic inductance, and developed 
the circuit wiring design method that can make full use of the high-speed switching characteristics 
possessed by GaN.
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研究成果の学術的意義や社会的意義
次世代パワー半導体素子として超高速かつ低オン抵抗のGaN-FETが注目されているが，誤動作が産業応用に対す
る大きな障害となっている。本研究は，GaNデバイスの連鎖的誤動作の発生原理を解明し，適切な回路設計によ
って誤動作を抑制することが可能であることを示した。このことは，GaNデバイスの普及に向けた大きな前進で
ある。










